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Band‐offsets scaling of low‐index 

Ge/native‐oxide heterostructures

Ong BL, Tok ES
2024

SCIENTIFIC 

REPORTS
14 5377
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Novel dopant‐free ferromagnetic Mott‐

like insulator and high‐energy 

correlated‐plasmons in unconventional 

strongly correlated s band of low‐

dimensional gold

Naradipa MA, Fauzi AD, Ong BL, Majidi 

MA, Diao CZ, Omar GJ, Ariando A, Breese 

MBH, Tok ES, Rusydi A 2024
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Reviews
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transition energies in SixGe1‐x‐ySny 
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Ekins‐Daukes NJ
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Tan EKM; Tiong SH; Adan D, Zain MZB, 

Rejab SAM, Baharudin MS, Loy HC, Tok 

ES, Tok WL, Appleton DR, Teh HF
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REPORTS
13 5744
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SYNAPSE: An international roadmap to 

large brain imaging

Stampfl A.P.J., Liu Z., Hu J., Sawada K., 

Takano H., Kohmura Y., Ishikawa T., Lim 

J.‐H., Je J.‐H., Low C.‐M., Teo A., Tok E.S., 

Tan T.W., Ban K., Libedinsky C., Tan 

F.C.K., Chen K.‐P., Yang A.‐C., Chuang C.‐

C., Chen N.‐Y., Shih C.‐T., Lee T.‐K., Yang 

D.‐N., Lai H.‐C., Shuai H.‐H., Cheng C.‐C., 

Ching Y.‐T., Li C.‐W., Charng C.‐C., Lo C.‐

C., Chiang A.‐S., Recur B., Petibois C., 

Cheng C.‐L., Chen H.‐H., Yang S.‐M., Hwu 

Y., Rojviriya C., Rugmai S., Rujirawat S., 

Margaritondo G.

2023
Physics 

Reports
999 1 60
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Anomalous Ferromagnetism of 

quasiparticle doped holes in cuprate 

heterostructures revealed using 

resonant soft X‐ray magnetic scattering

Ong B.L., Jayaraman K., Diao C., Whitcher 

T.J., Jain A., Hung H., Breese M.B.H., Tok 

E.S., Rusydi A.
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13 4639
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The new X‐ray/visible microscopy 

MAXWELL technique for fast three‐
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isotropic resolution

Kohmura Y., Yang S.‐M., Chen H.‐H., 

Takano H., Chang C.‐J., Wang Y.‐S., Lee T.‐

T., Chiu C.‐Y., Yang K.‐E., Chien Y.‐T., Hu 

H.‐M., Su T.‐L., Petibois C., Chen Y.‐Y., 

Hsu C.‐H., Chen P., Hueng D.‐Y., Chen S.‐
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2022
Scientific 

Reports
12 9668

200
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Ong B.L., Naradipa M.A., Fauzi A.D., 

Majidi M.A., Diao C., Kurumi S., Das P.K., 
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S.W., Tan K.M., Tok E.S., Rusydi A.
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Majidi M.A., Diao C., Kurumi S., Das P.K., 

Xiao C., Yang P., Breese M.B.H., Ong 

S.W., Tan K.M., Tok E.S., Rusydi A.
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High‐resolution fast‐tomography brain‐

imaging beamline at the Taiwan Photon 

Source

Chen H.H., Yang S.‐M., Yang K.‐E., Chiu C.‐

Y., Chang C.‐J., Wang Y.‐S., Lee T.‐T., 

Huang Y.‐F., Chen Y.‐Y., Petibois C., 

Chang S.‐H., Cai X., Low C.‐M., Tan F.C.K., 

Teo A., Tok E.S., Lim J.‐H., Je J.‐H., 
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electronic band offsets at Ge‐
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Surface 
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T., Lee T.‐T., Chen Y.‐J., Lee T.‐K., Petibois 

C., Cai X., Low C.‐M., Tan F.C.K., Teo A., 
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Li M.‐T., Lai S.‐F., Yang S.‐M., Chen Y.‐S., 
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Liu B., Hong M.‐C., Sahoo M., Ong B.L., 

Tok E.S., Di M., Ho Y.‐P., Liang H., Bow J.‐

S., Liu Z., Wang J.‐C., Hou T.‐H., Lai C.‐S.
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Advanced 

Materials 

Technologies
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sputtered‐Au nanoparticles and film in 
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Surface 

Science
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Ong B.L., Ong S.W., Liu B., Lai C.S., Johll 

H., Kang H.C., Tok E.S.
2019

2019 IEEE 9th 

International 

Nanoelectroni

cs 

Conferences, 

8853850
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In‐situ real‐time observation of sn‐rich 

dots and wires during annealing of 

GeSn epitaxial films

Ong S.W., Ong B.L., Kang H.C., Tok E.S. 2019
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International 

Nanoelectroni

cs 

Conferences, 
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Kinetics during endotaxial growth of 

CoSi 2 nanowires and islands on 
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Ong B.L., Tok E.S. 2019
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Surface 

Science

466 583 591

189
Graphene as a reducing agent for 

electroless plating of metal
Narula U., Tan C.M., Tok E.S. 2019

2018 IEEE 

13th 

Nanotechnolo

gy Materials 

and Devices 

8605846

188

Blue micro‐highlighting in alumina‐GO 

hybrid empowered by focused laser 

beam

Seah M.H.R., Lim S.X., Tok E.S., Sow C.‐H. 2019
Journal of 

Luminescence
205 357 366
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Laser assisted blending of Ag 

nanoparticles in an alumina veil: a 

highly fluorescent hybrid

Lim S.X., Koon G.K.W., Zhang Z., Castro 

Neto A.H., Tok E.S., Sow C.‐H.
2018 Nanoscale 10 18145 18152
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Distribution of Sn in Strained Ge1‐xSnx 

(001): The Effect of Surface Passivation
Ong S.W., Tok E.S. 2018
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International 

Nanoelectroni

cs 

Conferences, 

INEC 2018
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Tuning endotaxial growth of CoSi2 
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Ong B.L., Tok E.S. 2018
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International 
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Conferences, 

INEC 2018
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Metal on Graphenated Metal for VLSI 

Interconnects
Narula U., Tan C.M., Tok E.S. 2018

Advanced 

Materials 

Interfaces
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Impact of Electrical Conductivity on the 

Electrochemical Performances of 

Layered Structure Lithium Trivanadate 

(LiV3‐ xMxO8, M= 

Zn/Co/Fe/Sn/Ti/Zr/Nb/Mo, x = 0.01‐

0.1) as Cathode Materials for Energy 

Storage

Kumar P.S., Ayyasamy S., Tok E.S., 

Adams S., Reddy M.V.
2018 ACS Omega 3 3036 3044
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Ru/ZrO2 Catalysts for Transfer 

Hydrogenation of Levulinic Acid with 

Formic Acid/Formate Mixtures: 

Importance of Support Stability

Gao Y., Zhang H., Han A., Wang J., Tan H.‐

R., Tok E.‐S., Jaenicke S., Chuah G.‐K.
2018

ChemistrySele

ct
3 1343 1351
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Templating nanotraffic light‐dynamic 

tricoloured blinking silver nanoclusters 

on a graphene oxide film

Lim S.X., Lee Y.Z., Gao N., Lu J., Xu Q., Tok 

E.S., Sow C.H.
2018

Journal of 

Materials 
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6 4641 4648
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Thermal stability of germanium‐tin 

(GeSn) fins

Lei D., Lee K.H., Bao S., Wang W., 

Masudy‐Panah S., Tan C.S., Tok E.S., 

Gong X., Yeo Y.‐C.

2017
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Physics 

Letters
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Kinetics of plasma oxidation of 

germanium‐tin (GeSn)

Wang W., Lei D., Dong Y., Zhang Z., Pan 

J., Gong X., Tok E.‐S., Yeo Y.‐C.
2017
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Surface 

Science
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Digital etch technique for forming ultra‐

scaled germanium‐tin (Ge 1‐x Sn x) fin 
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Wang W., Lei D., Dong Y., Gong X., Tok 

E.S., Yeo Y.‐C.
2017

Scientific 

Reports
7 1835
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Tunable Fluorescence Properties Due to 

Carbon Incorporation in Zinc Oxide 

Nanowires

Lim K.Y., Linghu J., Chi X., Yuan K., Hew 

K.M., Zheng M., Yang M., Tok E.S., Rusydi 

A., Yu X., Chen W., Feng Y.P., Sow C.H.

2017

Advanced 

Optical 
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In‐situ growth of HfO 2 on clean 2H‐

MoS 2 surface: Growth mode, interface 

reactions and energy band alignment

Chen C.P., Ong B.L., Ong S.W., Ong W., 

Tan H.R., Chai J.W., Zhang Z., Wang S.J., 

Pan J.S., Harrison L.J., Kang H.C., Tok E.S.

2017
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Surface 
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420 523 534
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Characterization of the electronic 

structure and thermal stability of 

HfO2/SiO2/Si gate dielectric stack

Duan T.L., Pan L., Zhang Z., Tok E.S., Pan 

J.S.
2017

Surface and 

Interface 
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Molecular nanocorrals on Si(111)‐(7×7): 

Temperature‐dependent site selectivity

Mao W., He J.H., Xi Y.J., Chen W., Wu K., 

Zhang C., Tok E.S., Xu G.Q.
2016

Journal of 

Physical 

Chemistry C

120 24780 24788
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Photoconductivity of interconnected 

nanowires and their electromagnetic‐

circuit co‐simulation

Mukherjee B., Simsek E., Varghese B., 

Zheng M., Tok E.S., Sow C.H.
2016

2016 USNC‐

URSI Radio 

Science 

Meeting (AP‐S 

Symposium),  
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Fluorescence Concentric Triangles: A 

Case of Chemical Heterogeneity in WS2 

Atomic Monolayer

Liu H., Lu J., Ho K., Hu Z., Dang Z., 

Carvalho A., Tan H.R., Tok E.S., Sow C.H.
2016 Nano Letters 16 5559 5567
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Investigation of Ni Magnetic Micro‐

Seed in SAC 305 Solder for Inductive 

Heating Applicability

Krishnan R.G., Ke X., Kumar S.A., Tok 

E.S., Raaj G.Y., Srayes G., Pecht M.
2016

Proceedings ‐ 

Electronic 

Components 

and 

Technology 

Conference
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Photoconductivity in VO2‐ZnO inter‐

nanowire junction and nanonetwork 

device

Mukherjee B., Varghese B., Zheng M., 

Tok E.S., Simsek E., Sow C.H.
2016

Nanoscience 

and 

Nanotechnolo

gy Letters

8 492 497
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Enhanced Photoresponse from 

Phosphorene‐Phosphorene‐Suboxide 

Junction Fashioned by Focused Laser 

Micromachining

Lu J., Carvalho A., Wu J., Liu H., Tok E.S., 

Neto A.H.C., Özyilmaz B., Sow C.H.
2016

Advanced 

Materials
28 4090 4096
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Interactions between lasers and two‐

dimensional transition metal 

dichalcogenides

Lu J., Liu H., Tok E.S., Sow C.‐H. 2016
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Germanium‐tin interdiffusion in 

strained Ge/GeSn multiple‐quantum‐

well structure

Wang W., Dong Y., Zhou Q., Tok E.S., Yeo 
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Endotaxial growth of CoSi2 nanowires 

on Si(001) surface: The influence of 

surface reconstruction

Ong B.L., Ong S.W., Tok E.S. 2016
Surface 
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647 84 89
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In‐situ gallium‐doping for forming p+ 

germanium‐tin and application in 

germanium‐tin p‐i‐n photodetector

Wang W., Vajandar S., Lim S.L., Dong Y., 

D'Costa V.R., Osipowicz T., Tok E.S., Yeo 
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2016
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Growth and characterization of highly 

tensile strained Ge1‐xSnx formed on 

relaxed InyGa1‐yP buffer layers

Wang W., Loke W.K., Yin T., Zhang Z., 

D'Costa V.R., Dong Y., Liang G., Pan J., 

Shen Z., Yoon S.F., Tok E.S., Yeo Y.‐C.
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Dehydrogenation of Alcohols over 

Alumina‐Supported Silver Catalysts: 
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Formation
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Chuah G.‐K.
2016

ChemCatChe

m
8 968 975



162
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semiconductor field‐effect transistors: 
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Handoko A.D., Deng S., Deng Y., Fai 
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ray photoelectron spectroscopy

Ke C., Zhu W., Zhang Z., Tok E.S., Pan J. 2015
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Zhang Z., Tok E.S., Yeo Y.‐C.
2015

Journal of 

Applied 

Physics

118 25701

154

Suppression of dark current in 

germanium‐tin on silicon p‐i‐n 
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Lu J., Lu J.H., Liu H., Liu B., Gong L., Tok 
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